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 القسم الثانً
 

  

 عموميات
 ومػ( عصبثبد انطبقخ، الاشبثخ-n و ومػ-p ،)

 ورشكم انمىطقخ انىبظجخ )اندشداء( P-Nانىصهخ 

  :مه الاثجبد انىظشي لإمكبوٍخ  نمحخ ربسٌخٍخ

انحصىل عهى اصذاس محثىس فً اوصبف 

 Bernard–Duraffourgانىىاقم )

condition حزى  نٍضساد انجىٍخ انغٍش مزدبوسخ ) 

  انمفبهٍم الاسبسٍخ نهٍضساد انجىٍخ انمزدبوسخ و

 نٍضساد انجىٍخ انغٍش مزدبوسخ 

  ثعط انزطجٍقبد و انحسىبد نهٍضساد مه

 اوصبف انىىاقم 

Generalities  
 Bands  of energy, doping(type-n, type-

p), P-N junction and depletion region. 

 brief history : from Bernard–Duraffourg 

condition up to hetrostructure  lasers  

 Basic concepts of homostructures lasers  

and hetrostructure  semiconductors 

lasers  

 Some Applications and advantages of 

semiconductor lasers  

 

المواد من انصاف النواقل المستخذمة في  

  ليزرات البنىة غير متجانسة

 مقذمخ 

  انعلاقبد انمزجبدنخ ثٍه فدىح انطبقخ و ثبثذ

انشجكخ انجهىسٌخ مه اخم عذح مشكجبد ثلاثٍخ و 

 سثبعٍخ

  اخزٍبس مبدح وصف انىبقم مه اخم ثىٍخ نٍضس

 محذد 

  ًوصف انىبقم انحدمً و انجئش انكمىم 

 رمبسٌه 

Semiconductor Materials using in 

heterostructure lasers 
 Introduction   

 interrelationship between the band gap 

and the lattice constant for several 

ternary and quaternary compounds . 

 selecting the semiconductor material for 

a specific heterostructure laser. 

 Bulk semiconductor and Quantum well 

 Exercises   

  الوصلة غير متجانسة من نصف ناقل

  رقشٌت انمىطقخ انىبظجخ )اندشداء( مه اخم

 (غٍش محٍضح ثزٍبس  p-Nوصهخ غٍش مزدبوسخ 

كثبفخ انشحىخ، انحقم انكهشثبئً انسبكه، انكمىن 

 انكهشثبئً انسبكه، عشض انمىطقخ اندشداء(

  دساسخ انىصهخ وصهخ غٍش مزدبوسخp-N  محٍضح

ثزٍبس)انكمىن انكهشثبئً انسبكه، عشض مىطقخ 

 انىعىة(

  مخطػ عصبثبد انطبقخ مه اخم ثىٍخ وصهخ غٍش

-P-InP/p-InGaAsP/Nمزدبوسخ معبعفخ 

InP 

 

Semiconductor Heterojunctions 
 Depletion Approximation for an 

unbiased p-N heterojunction (charge 

density, electric field, electrostatic 

potential, width of the depletion region) 

 Biased p-N heterojunction (electrostatic 

potential, width of the depletion region) 

 Energy Band Diagram for a P-InP/p-

InGaAsP/N-InP double-heterojunction 

structure  

 

 General principles and basicالمبادئ العامة و البنى الاساسية لليزرات 



  SYRIAN ARAB REPUBLIC     الجمهورٌة العربٌة السورٌة                              
                                                                                                                                                                                                             

 جامعة دمشق                   

  DAMASCUS UNIVERSITY                                                                                                  
  المعهد العالً لبحوث اللٌزر وتطبٌقاته

                                                                               Higher Institute For Laser Research 

 and Applications 
 

                                                

 فً المعهد العالً لبحوث اللٌزر وتطبٌقاته فً جامعة دمشق الكترونٌات ضوئٌةمفردات مقرر 
 

 من انصاف النواقل
  ششغBernard–Duraffourg 

 الاومبغ انطىنٍخ و انفبصم ثٍه الاومبغ 

  ششوغ انحصىل عهى نٍضس و انشثح انعشوسي

 نزنك

  انشحىبد، انفعبنٍخ انزفبظهٍخ، انخسبسح عمش حٍبح

الاومٍخ، انخسبسح انعبئذح لاعبدح الارحبد، انخسبسح 

 انذاخهٍخ، اسزطبعخ انهٍضس انصبدسح

  انحصش انعشظً :  انششٌػ انعٍق، وزىء دنٍم

 انمىخخ، انجىٍخ انغٍش مزدبوسخ انمذفىوخ

  انعلاقخ ثٍه عزجخ انزٍبس و دسخخ انحشاسح 

 انزغهٍف 

 

structures of semiconductor lasers  
 Bernard–Duraffourg condition 

 longitudinal modes, modespacing 

 lasing condition and gain required for 

lasing 

 carrier lifetime, differential efficiency, 

ohmic losses, recombination losses, 

internal optical losses and emitted laser 

power 

 lateral confinement : narrow stripe,  

ridge waveguide, buried heterostructure 

 relation between current threshold and 

temperature 

 packaging   

 

 Rateديناميك ليزرات انصاف النواقل )

equation) 
  انششوغ انسبكىخ : انعلاقخ ثٍه انزٍبس و كثبفخ

حبملاد انشحىخ، انعلاقخ ثٍه الاسزطبعخ انعىئٍخ 

 انصبدسح و رٍبس الاوحٍبص 

  انزعذٌم صغٍش انسعخ نهزٍبس: اسزدبثخ رعذٌم

 انهٍضس

 انزشغٍم انعبثش 

Dynamics of semiconductor lasers 

(Rate equation) 
 static conditions : relation between 

current and carrier density,  relation 

between  emitting optical power and 

bias current 

 small signal modulation current: laser 

modulation response 

 turn on transient 

 

 انواع الليزرات من انصاف النواقل
  نٍضس الاصذاس انسطحى رو انمدبوة

 انعمىدي

 ٌخ انشاخعخ انمىصعخنٍضس انزغز 

 انهٍضس انقبثم نهزىنٍف 

 ًنٍضس انشلال انكمىم 

types  of  semiconductors lasers  
 VCSEL, Vertical-Cavity surface-

Emitting Laser 

 DFB, Distributed Feedback Laser 

 Tunable Laser 

 Laser Cascade 

 

 الكواشف الضوئية 
 مقذمخ 

  ( انحسبسٍخ، ثبسمزشاد انكىاشف انعىئٍخ

الاسزدبثخ انطٍفٍخ، صمه الاسزدبثخ، اشبسح 

انظهمخ )رٍبس او خهذ(، انفعبنٍخ انكمىمٍخ، 

Optical detectors 
 Introduction  

 Parameters of optical detector 

(responsivity (sensitivity), spectral 

response, response time, dark signal 
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 الاسزطبعخ انمعبدنخ نهعدٍح، انكشفٍخ(

 انكىاشف انحشاسٌخ 

o Bolometer 

o Thermopile  detectors 

o Pyroelectric detectors 

 

 انكىاشف انكمىمٍخ 

o اي مىاد ٌدت ان وخزبس؟ 

o  مىاد وصف وبقهخ مه اخم

 انكىاشف انكمىمٍخ

  مقبومخ ظىئٍخ 

  ،انفىرىدٌىد )خصبئص انذٌىد انفىرىدٌىد

)ومػ انزشغٍم( : وبقهٍخ ظىئٍخ او  انىمىرج

 فىرىفىنزبٌٍك، داساد انزشغٍم انمكبفئخ(

o  

(current or voltage) quantum efficiency, 

noise equivalent power, detectivity) 

 Thermal detectors  

o Bolometer 

o Thermopile  detectors 

o Pyroelectric detectors 

 Quantum detectors   

o Which materiel must we chose?  

o Semiconductor Materials for 

Quantum detectors   

 Photoresistor 

 Photodiodes(Characteristics of 

Photodiode, configuration : photovoltaic 

or photoconduction, Equivalent 

operating circuits) 

o  
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